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NORMA BRANZOWA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Tranzystory typu BF 194
i BF 195

BN-81
3375-31.04 |

Grupa katalogowa 1923

1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa szczegdio-~

we wymagania dotycrace tranzystoréw krzemowych n-p-n

mate] mocy, wietkie} czestotliwoéci wykonanych technolo-
gia epitaksjaino-planarna typu BF 194, BF 195 w obudo-
yvle plastykowej, przeznaczonych do sprzetu powszechnego
uzytku oraz urzadzeh wymagajacych zastosowania elemen-
téw o wysokiej | bardzo wysokiej jakoéci, ‘
do

‘Tr-anzystory BF 194 przeznaczone pracy we

s
wzmacniaczach poéredniej czestotliwoéci odbiornikéw ra-
diowych AM | AM-FM oraz w stopniach wstepnych odblor-
nikéw radiowych w zakresie fal krétkich, $érednich i diu-
gich,

Tranzystory BF 195 przeznaczone sa do pracy we wzma-
cnlaczach wstepnych i stopniach przemlany czestotliwosci
odbiornikéw FM, )

Kategoria klimatyczna - wg #’N-‘?S/E-O#SSO dla tranzys-
toréw: ‘

~ standardowe] jakosci (poziom jakoéci 1) - 40/125/04,

- wysokie] jakoécl (poziom jakoéci 111) - 40/125/21,

2, Przyktad oznaczania tranzystoréw:
a) standardowe] jakosci: ‘

TRANZYSTOR BF 194 BN-81/3375-31
b) wysokiej jakoéci:

TRANZYSTOR BF 194/3 BN-8 1/3375-31
c) bardzo wysokiej jakoéci:

TRANZYSTOR BF 194/4 BN-81/3375-31

3, Cechowanie tranzystoréw powinno zawieraé nastgpu-

Jace dane:
a) nazwe producenta lub znak fabryczny,
b) oznaczenie typu, )
c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystoréw wysokie]
I bardzo wysokiej Jakoéci, Tranzystory wysokie] jakoéci
powinny byé oznakowane cyfra 3, a tranzystory bardzo wy-

sokiej jakosci cﬁrg 4 umieszczona po oznaczeniu typu,

- bardzo wysokie]j jakoécl (poziom jako$ci 1V) . - 40/ 4,_Wymlary | oznaczenla wyprowadzefi tranzystoréw - wg
125/56. _ rysunku | tabl, 1,
e 4 -
J —
. = 3
: :
F 4
-
b
X
]
by =

N-8173375-31

. Obudowa CE 36

Zgloszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Pélprzewodnikéw
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemysiu Podzespotéw i Materiatéw Elekironicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 26 sierpnia 1981 r. jako norma obawiqzujqca od dnia 1 stycznia 1982 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1981 poz. 77)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1981.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark, wyd. 1,25 Noki. 2600+ 55 Zam. 2872/81

Cena 2! 7,20



: BB1/3375-31, 04
Tabtica 1 ar udowy CE 36 cd. tabl, 1
'Syrnbo'l Wymiary, mm Symbol Wymiary, mm
wymiaru witn - — * wymiary min nom max
A - - 5,60 N, 3,20 - -
A‘ s - 7, 80 2z - - ‘,.25.
Ay - - 4,00 1) wymiar teoretyczny,
b, - 1,61) -
_bz 1,15 - 1,25
by 0,70 Y 0,80 5, Badania w ie A, B, CiD-wg BN-80/3375<31,00
pP. 5.1,
c 0,17 - 0,22 .
- - 7,50
6, Wymagania szczegdtowe do badan grupy A, B, C i D:
E - - 2,30 a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiaréw: A4, ¢,
e - 2, 541) - D, L - wg rysunku i tabl, 1,
e 2, 00 _ 2, 50 b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 - wg tabl, 2,
c) badania grupy B, C i D -~ wg tabl, 3,
e 1,35 - 1,75 g
2 d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po ba-
b 1,10 - 1,30 daniach grupy B, C i D - wg tabl, 4,
"L 4,00 - 4,30
L' 1,85 - 2,15
7. Pozostate postanowienia - wg BN-80/3375-31, 00,
Tablica 2, Parametry elektryeczne podstawowe sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4 iC2
- Kontrolo- [Metoda po- _ Warto$ci graniczne
ko Rodzaj badania wany mlary wg Warunlei- pomiaru Jednostka BF 194 BF 195
badan _
parametr | PN-74/
T-01504 min max min | max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AZ Sprawdzenie pod- Iero ark, 05 Ueg = 10V, Ip=0 | nA - 100 - 100
stawowych para- 3
metréw elektrycz-~ U(BR)CBO ark, 04 IC‘ = 10 pA, "E =0 \Y 30 - 30 -
nych
U(BR)CEO ark, 03 IC = 2 mA, IB =0 V: 20 - 20 -
U(gr)gBo| ark. 04 Io=10pA, I-=0 v 4 - 4 -
hZIE ark, 01 ‘;IC’ 1mA, Ugp= 10V - 67 225 | 35 125
A3 Sprawdzenie dru- | Ugg | ark, 01 Io=1mA, Usp = 10V \% 0,65| 0,74| 0,65 0,74
gorzgdnych paramet- -
bEE 1 Ic=1mA, U _=10V, _
réw elektrycznych') f.. ark, 24 15 100 Miaz CE MHz 150 - 150 s
l~=1mA, U,.= 10V
- C ’ ' - =
"C = 5 mA, U_. =10V
Tbb, CC al"k. 25 f‘a 50 WZ % ps - '7 — 11
A4 Sprawdzgnle para- ICBO ark, 05 UCB = 10V, !E =0 pA - 50 - 50
metréw elektrycz-
nych w tgmp = 125°C
(poziom 111} 1V)
1) Na 2yczenie odbiorcy w uzgodnieniu z producentem zestaw kontrolowanych parametré4w moze byé rozszerzony
o wspétczynnik szuméw F, i




 BN-81/3375-31, 04 ¥
* Tabiica 3, Wymagania szczegétowe do badar grupy B. C i D
Lp. Podgl:upa bada#h Rodzaj badania Wymagania szczegétowe
1 2 3 4 -
1 B1, Ci1 _ Sprawdzenle wytrzymatoséci mechanicznej préba Up, metoda 2: 2,5 N
wyprowadzef préba U .,: 5 N
Sprawdzenie szczelnoéci préba Q1
2 B3, C9 Sprawdzenie wytrzymatosSci na spadki potozenie tranzystora-l w czasie spadania;
swobodne . wyprowadzeniami do géry
3 84, C4 Sprawdzenie wytrzymatoéci na udary wie- mocowanie za obudowe
lokrotne ‘
4 BS, C5 Sprawdzenie wytrzymatoéci na nagte zmia- TA = =55 OC; TB = {25 °c
(poziom jakosci I11i1V) | ny temperatury
5 B6, C6 Sprawdzenie odpornoéci na narazenia uktad OB wg PN-74/T-01515, tabl, 5,
elektryczne Ueg =14V; -l = 11,4 mA
6 C3 Sprawdzenie masy wyrobu ) 0,29
7 C4 Sprawdzenie wytrzymatoéci na przyépie~ kierunek probierczy; obydwa kierunki
szenia state wzdtuz osi wyprowadzei, mocowanie za
obudowe . . .
Sprawdzenie wytrzymatoéci na wibracje mocowanie za obudowe
o statej czestotliwosci (dia poziomu )
jakoscl 1) '
Sp?awdzenle wytrzymatosci na wi-
bracje o zmienne| czgstotiiwoéci (dla
poziomu jakosci 1111 IV)
8 4.3 Sprawdzenie wytrzymatosci na ciepto temperatura kapiell 350 s AQL = 4','0
lutowania g
- o .
9 C? Sprawdzenie wytr"zymaloéci na zimno ts S 4l =65 C )
10 cs Sprawdzenie wytrzymatosci na suche t“' mm; = 125 %
goraco: ‘ g
11 (o [] Sprawdzenie wymiaréw wg rysunku | tabl, 1
12 D1. mSprandzlenie odpornosci na niskie ciénie- temperatura narazenia 25 %
(poziom jakoécl 111 1v)| nle atmosferyczne '
13 D2 Sprawdzenie wytrzymatosci na rozpusz- alkohol etylowy, aceton, sprawdzane wy- '
czainiki miary A, D i L wg-tabl, 1 i rysunku, ma-
sa tranzystora 0,2 g
14 D3 Sprawdzenie palno&ci  wg PN-74/T-01515 zatacznik 2, p. 4.3
15 D4 Sprawdzenie wytrzymatoséci na pleéh brak porostu ple$éni po badaniu
16 D5 Sprawdzenie wytrzymatosci na mg}g polotenie tranzystora dowolne
solna
JTablica Parametry elektrycz awdzane w czasie | o badaniach grupy B, C i D 1t i V)
Oznaczente Metoda pomiaru wg Warunkl Jed S s
. I - 5 i i
:,:::;‘:fw PN-74/T-01504 pomiaru Ppdgropa badaft nosths L. B 194 B 198
s min max ming max
1 ' 2 3 4. 5 6 7 8 9
I UCB“ 1ov| B1, Ci, B3, B4, B5
CBO g i Cz2, C4, C5, C7, Co| nA - 100 - 100
E D1 1).
ark, 0,5 o
B6, C6, C8 nA - 200 - 200
c2) pA - 50 - 50




4 ' BN-81/3375-31.04

cd, tabl. 4
) - Wartosci graniczne
I??:::::m Metoda pomiaru wg Warunkl! Sontia a'I; diadt Jed- BF 194 BF 195
PN-74/T-01504 pomiaru BN nostka e
parametru min max min max
1 2 3 4 5 € 7 8 | o
I .= 1mA 81, B3, B4, B5, CI1
C 1 ? ? ? -
U.p =10V| C2, c4, Cs, C7, C9 i o - 128
hZI’E ark, 01 ' )
B6, C6, C8 . - 50 270 25 150
cz21) - 38 1} - 18 -
1)W czasle badania,
KONIEC

INF ORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowuijgca norme -

cyjne Centrum Péiprzewodnikdw,

2, Normy zwigzane .
PN-73/E-D4550 Wyroby elektrotechniczne, Préby $&rodo-

wiskowe

PN—'?#/T;-O!SOA.Oi Tranzystory, Pomiar hZIE I napig-

cia UBE

PN-74/T-01504, 03 Tranzystory, Pomiar napiecia przebi-

U(BR)CER ¥ U(BR ) CEX

Pomiar napiecia przebi-

i@ Ugryceo’ YiBr)cEs

PN-74/T-01504, 04 Tranzystory,
ia U 8}
¢'® “(sr)cBO' "(BR)EBO
PN-74/T-01504, 05 Tranzystory,
CBO' IEBO
PN-74/T-01504, 23 Tranzystory,

Pomiar pradéw wstecz-
nych I
Pomiar parameiréw[ Y ]
w zakresie w, cz,

F5N-74/T-01504,24 Tranzystory, Pomiar modutu I hzle|

w zakresie w, cz, i czgstotliwoéci fn

PN-74/T-01504, 25 Tranzystory, Pomiar stalej czasowe]
_ sprzeZenia zwrotnego Tob’ C'C
PN-74/T-01515 Elementy péiprzewodnikowe, Ogélne wy-
magania i badania
BN-~80/3375-31, 00 Elementy pétprzewodnikowe, Tranzys-
tory matej mocy wielkiej czestotliwoéci, Wymagania

i badania

Naukowo-Produk=

3, Symbol wg KTM - BF 194 - 1156213314006, BF 195 -
1156213315007,

»

4. Wartoscl dopuszczalne - wg rys. I-1 | tabl, I-1.

Rezystancja termiczna ztpcze-otoczenie R, . <625 K/W.

320
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BF195 |
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Rys, I-1, Zaleinos¢ temperatuirowa caﬂéowite] mocy wejé-
clowe] P, , = f(tamb)



Informacje dodatkowe do BN -81/3375-31, 04 2
, Tablica I-1
- Wartoécl
dopuszczalne
Lp. Oz:::‘z:t::: " Nazwa parametru Jednostka -
pa BF 194
i BF 195
! 2 3 4 . 5
1 UCBO Napigcie kolektor-baza \VJ 30
2 UEBO Naplecie emiter-baza \V 4
3 Ucko Napliecle kolektor-emiter \VJ 20
4 Ie Prad kolektora mA 30
« IE Prad bazy mA 1
* Catkowlta moc wejéciowa (stata lub $rednia) na wszystkich
6 Piot , A | mwW 160
elektrodach przy lgmp=25 C
7 tj Temperatura ztacza ¢ 125
tamb Temperatura otoczenia w czasie pracy c -40 4 +125
9 tstg Temperatura przechowywania °c - -65_,, +128
8. Dane charakterystyczne - wg rys, [-2+1-7 | tabl, 1-2,
18 ' 168 160
- I|8F19q | |89 BF 194
Ia)|BF 195 15 BF195 I BF 195
Tomb=25C (mA7|_| |lams=25C | ] Vee=tov
2 12 120
12044
0 10mA 10 ____.J-L‘#‘ 100
. ' A 100}JA
8mA_ 8 et ;
’ - : 2
. T 30 LA
s % 6mA 6 604 &0
4 dmA 4 40uA %0
1
P I;‘?QM 2 [3=20I1A
| oL 0
2 0 2 4 Uy & 0 4 8 12 Ue[Vjoo © 02 04 06 UselV] 10
[BN-81/3375-31.04-F2] [BN-81/3375-51.04-1-3] - s
Rys. I-2. Charakterystyka wyjéclo-~ - Rys. I-3, Charakterystyka wyjScio- Rys. 1-4, Charakterystyka wejécio-
wa -IC- I(UCB )3 ‘ I - parametr wa .= f( B )3 Ig- paran.wetr- wa I = f( Ugg 13 UCE' parametr
8
BF 194
Ssopt| pr 195 L1 LLL
[mS] ﬂ Uce = v
F [ o™ TmA
[a8] Lamp=25°C
4 =
Bsost
2 D
05 10 100 F[WAz] 1000
\ - - -1-

Rys. -5, Zale(no$¢ wspdiczynnika
szuméw | optymalne] konduktancji
#rédia od czestotliwosci F;

Gs opt =f(f)



Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31.04

I, |BF 194
[”MJ BF 195 tamb=25°C
2 Uz=0V | /] hee [BF 794
“ (Noam)| BF 195 |
1, .10V
B - soc
8 =)
10 2
§ 08F 3
7 - ‘
| o4
4 .
O3 0 2 5§ 0 2 Im
{ [BN-817/3313-31.04-1-7]
0

40

&0 20

760 T [

Rys, 1-7, Zale2noéé statycznego wspétczynnika wzmocnie-

Rys, 1-6, Charakterystyka przejSciowa 'IC = j(iB)

nia pradowego znormalizowanego od pradu kolektora

hy g (1) =f(15)

-

JTablica 1-2
Typ
Oznaczenie . Jed-
Lp. aarambins Nazwa parametru Warunki pomiaru | . BF 194 BF 195
min typ max | min typ | max
1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 1
A} Tegs Prad zerowy kolektora Upg = 10 V3 Ig=0 | nA " - |10 | - - |100
! i - I = * = - - - -
2 ’ L(BR)CBO Napigcie przebicia ko c=10pA; I=0 \Y 30 — 30
lektor-baza
3 U(BR)C‘EO Napiecie przebicia ko- l=2mA; _IB=° Vv 20 - - 20 - -
lektor -emiter
4 U(BR)EBO Napigcie przebicia emi- IE= 10 pA; 1.=0 Vv 4 - - Bl - -
ter-baza
5 kot Statycz:\y wspéh;zynnlk =1 m‘A .
wzmocnlenia pradowego T _ ! ‘ : ,
(w uktadzie wspdinego CE 10 VvV 67. 150 225 35 70 125
emitera) -
U Na ' =1
6 BE pigcie ba;a-emiter IC mA v 0,65| 0,7 | 0,74 | 0,65 | 0,7 |o,7a
‘UCE = 10 V.
? j&, Cz_gstotllwoéé graniczna IC.- 1 mA
Upp = 10V MHz 150 | 300 { - | 150 |250 -
f= 100 MHz
] -Clz“ Pojemno&¢€ sprzezenia ]C= 1 mA
. zwrotnego {przy wej$- U 1553
|. ciu zwartym dia przebie- CE~ A 0 1 o i
géw zmiennych w ukfa- f=1MHz - - 0,88 - »B83
dzie wspélnego emi-
tera)
- na |
9 Tob s CC -~ S.tata. cz:sowa sprzgt.el- IC== 5 mA;
nia zwrotnego przy wiel- K. » _ _ 1 3 _ 11
kie] czestotliwosc] cg= 19V - J
f= 50 MHz




Informacje dodatkowe do BN-81/3375-31, 04

cd, tabl, 1-2

Typ
Oznaczenie Jed- BF 194 BF 195
Lp. i i -
P —— Nazwa parametru Warunki. pomiaru nostica ‘
min typ max min typ | max
1 2 = |3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 F f=200 kl—;z - 15 _ _ _ _
90-2 m |
Wspdltczynnik szuméw J=1 MHz dB = 1,2 - - - -
_qG-rI,S mS
Io=1mA f=10100m-|; _ _ _ _ 4 _
g.=1i0m
UCE ovpa H
" f =200 kHz
11 = = = = -
Fe 9. =0,6 mS| 2
Wspdiczynnik szuméw w daB
uktadzie mieszacza f=1MHz 2
‘ gG=I,2 mS - - - - -
12 91 b Matosygnatowa zawarciowa
konduktancja wejSciowa w mS - - - - 32 -
uktadzie wspélinej bazy
Matosygnatowa zwarciowa )
—bl b susceptancja wejéciowa w mS - - - ™ 2 »
uktadzie wspéinej bazy
Pojemno$é wejéciowa
-C (wyjécie zwarte dla prze-
11
. % biegéw zmiennych) w pF = - - - 3 o
uktadzie wspélnej bazy
13 y Modut matosygnafowej zwary
*10 ciowej admitancji przeno- ms = " > - 32 -
szenia wprzéd w uktadzie .
wspdlnej bazy R
Py21b Faza zwarciowe] admitan- Io=1mA
' cji przenoszenia wprzdéd o
w uktadzie wspdlinej bazy UC.‘E: 1o 50
~ f= 100 MHz
14 922b Matosygnatowa zwarciowa
konduktancja wyjéciowa w us - - - - 80 -
uktadzie wspéinej bazy
b22b Matosygnatowa zwarcio-
wa susceptancja wyjsécio=- = 1 # _ _ 700 _
wa w uktadzie wspéinej
bazy :
sz bs Pojemno$é wyjéciowa
(wejécie zwarte dia prze- oF _ _ _ _ 12 _
biegéw zmiennych) w .
uktadzie wspdinej bazy
Matosygnatowa zwarcio- f=500 kHz - 0,35 - - 0,55 -
15 911 . I_.=1mA
e wa konduktancja wejscio- C ms
" i 1§ o= .
wa w ukladzie wspdlnego CE wov f =10 MHz _ 0,4 _ _ 0,6 _
emitera
16y 9 Matosygnatowa zwarcio- I
=1mA |f= k - 4 - - -
ade wa konduktancja wy|écio- SR f =500 kHx .
wa w uktadzie wspbinego UOE==IOV . us
emitera f=10 MHz - 6. - - 3 -




